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DESCRIPCION
Procedimiento para fabricar un blanco de pulverizacién catédica.

CAMPO DE LA INVENCION

La presente invencion se refiere a blancos de pulverizacion catdédica. Mas especificamente, la presente invencion se
ocupa de un procedimiento para la fabricacién de blancos de pulverizacién catddica.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Los blancos de pulverizacién catédica son componentes esenciales en la industria de revestimiento de pelicula
delgada. Se utilizan como fuente de materiales de alta pureza que son liberados de la superficie del blanco como
resultado de su bombardeo con particulas de proyectiles energéticos tales como un haz de iones. Las particulas que
se liberan, en forma de vapores, se dirigen subsiguientemente hacia la superficie de un substrato, en donde se
depositan en forma de una delgada pelicula de espesor y pureza controlados. La caracteristica mas impresionante
del proceso de pulverizacion catédica es su universalidad. Virtualmente, cualquier material puede ser un candidato
de revestimiento desde el momento que sea pasado a la fase de vapor por un intercambio de cantidad de
movimiento fisico en vez de por un proceso quimico o térmico.

La deposicion de peliculas delgadas utilizando técnicas de pulverizacion catédica es un paso esencial en un amplio
rango de aplicaciones tales como capas de metalizacion de microcircuitos de aleacion de aluminio y de metal
refractario, capa de aislamiento de microcircuitos, electrodos de conduccion transparentes, fibra éptica amorfa para
dispositivos 6pticos integrados, transductores piezoeléctricos, fotoconductores y pelicula luminiscente para pantallas,
dispositivos de memoria 6pticamente direccionados, dispositivos de memoria de burbujas amorfas, resistencias y
condensadores de pelicula delgada, discos de video, electrdlitos solidos, laser de pelicula delgada y piezas
elementales de mascara fotolitografica para microcircuitos.

Los materiales de blanco varian dependiendo de la aplicacién. Pueden estar formados por metales puros tales como
aluminio, cobre, hierro, plata, cromo, silicio, tantalo, oro, platino renio; aleaciones y compuestos, tales como sulfato
de cadmio, arseniato de galio, fosfato de galio; una amplia gama de ceramicas tales como silice, alimina, carburo de
silicio; polimeros tales como PTFE (TeflonTM); o incluso un mosaico de materiales diferentes. Las prestaciones del
blanco dependen fuertemente de la pureza del material de dicho blanco, su densidad aparente y su microestructura.

Los blancos de pulverizacion catédica se han fabricado tradicionalmente mediante el uso de diferentes técnicas
pulvimetalurgicas para la formacion de la placa del blanco hecha de materiales de alta pureza, los cuales se montan
subsiguientemente sobre el material de respaldo del blanco para una gestion apropiada del calor en sus condiciones
de funcionamiento finales. La técnica es relativamente tediosa y requiere una serie de pasos para la preparacion y
densificacion del polvo, seguido por compactacion del polvo a temperatura ambiente y subsiguiente sinterizacion
hasta el nivel de alta densidad requerido. En ciertos casos, la compactacion a temperatura ambiente no es suficiente
para conseguir la densidad requerida del producto final. En tales casos, es necesario recurrir a las técnicas de
sinterizacion por prensado caliente isostatico (HIP) considerablemente mas complejas y costosas.

Anoénmo: "Process for fabricating sputtering targets”, Research Disclosure, Kenneth Mason Publications, Hampshire,
GB, vol. 300, No. 82, Abril de 1989 (04-1989), XP007113644 ISSN: 0374-4353 (D1), revela un procedimiento para la
fabricacién de un blanco de pulverizacion catdédica mediante deposicion por pulverizacion en plasma de un material
de blanco en forma de polvo sobre un substrato.

El documento US 3.547.720 (D8) muestra una capa de material ceramico pulverizado primero a la llama sobre un
miembro de soporte temporal de material resistente a la llama.

OBJETOS DE LA INVENCION

Por tanto, un objeto de la presente invencidon es proporcionar un procedimiento mejorado para la fabricacion de
blancos de pulverizacién catddica.

SUMARIO DE LA INVENCION

El objeto se resuelve con un procedimiento segun la reivindicacion 1.

La presente invencién se ocupa de una nueva técnica que puede utilizarse para la produccion de blancos de
pulverizacion catddica en una serie de pasos sencillos utilizando tecnologia de pulverizacion/deposicién con plasma.

Segun un primer aspecto de la presente invencion, se proporciona un procedimiento para la fabricacion de blancos
de pulverizacién catédica mediante la deposicidon con plasma del material del blanco directamente sobre el soporte
del blanco, o sobre un substrato temporal, desde el cual se transfiere mas tarde el depdsito al respaldo final del
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material del blanco.

Mas especificamente, segun un primer aspecto de la presente invencion, se proporciona un procedimiento para la
fabricacién de un blanco de pulverizacion catédica que comprende:

i) habilitar un substrato que tiene una superficie receptora de revestimiento;

ii) fundir con plasma en vuelo un material de blanco seleccionado para formar el blanco de pulverizacion catddica en
forma de polvo, produciendo gotitas de material fundido del blanco; y

iii) depositar las gotitas sobre dicha superficie receptora de revestimiento del substrato, produciendo un blanco de
pulverizacion catédica compuesto de una capa de revestimiento del material del blanco sobre la superficie receptora
de revestimiento del substrato.

El material de blanco depositado puede ser, por ejemplo, un metal o una aleacion intermedia, una ceramica, un
mosaico de diferentes metales y/o una mezcla de metales y ceramicas, o un polimero.

El paso de deposiciéon con plasma se lleva a cabo a presiéon atmosférica o en condiciones de vacio suave utilizando,
por ejemplo, pulverizacion con plasma en cc, deposicion por arco transferido de cc o pulverizacion en plasma por
induccion.

Otros objetos, ventajas y caracteristicas de la presente invencion resultaran mas evidentes al leer la siguiente
descripcion no restrictiva de realizaciones preferidas de la misma, dadas a titulo de ejemplo solamente con
referencia a los dibujos adjuntos.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

En los dibujos adjuntos:

La figura 1 es un diagrama de flujo de un procedimiento para la fabricacion de blancos de pulverizacion catddica
segun una realizacion ilustrativa de la presente invencion;

La figura 2 es una vista en alzado lateral esquematico que ilustra los diversos pasos de la figura 1;
La figura 3 es una vista en planta esquematica desde arriba que ilustra los diversos pasos de la figuras 1;

La figura 4 es una vista en planta esquematica desde arriba de un substrato temporal conforme a una segunda
realizacion ilustrativa de la presente invencion;

La figura 5 es una vista en seccidon esquematica de un aparato de plasma en cc segun una primera realizacion
ilustrativa de un aparato de plasma que permite realizar el paso de deposicién con plasma del procedimiento de la
figura 1;

La figura 6 es una vista en seccion esquematica de un arco transferido de cc conforme a una segunda realizacion
ilustrativa de un aparato de plasma que permite realizar el paso de deposicién con plasma del procedimiento de la
figura 1;

La figura 7 es una vista en seccion esquematica de un aparato de plasma por induccién de rf segun una tercera
realizacion de un aparato de plasma que permite realizar el paso de deposiciéon con plasma del procedimiento de la
figura 1;

La figura 8 es una vista en seccion esquematica de una induccién de rf supersonica segin una cuarta realizacion de
un aparato de plasma que permite realizar el paso de deposicion con plasma del procedimiento de la figura 1;

La figura 9 es un grafico de perfiles radiales de material de blanco de silicio depositado sobre un substrato temporal
de grafito para dos ensayos experimentales (no. 1y no. 2);

Las figuras 10a y 10b son micrografias electrénicas del material depositado para los ensayos experimentales no. 1y
no. 2;y

La figura 11 es un grafico de un perfil de densidad aparente para el depdsito de silicio siguiendo el ensayo
experimental no. 1.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

Se describira ahora con referencia a las figuras 1 a 3 un procedimiento 100 para la fabricacion de blancos de
pulverizacién catddica segun una realizacion ilustrativa de un primer aspecto de la presente invencion.
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Como se ilustra en la figura 1, el proceso 100 incluye los pasos siguientes:
102 - habilitar un substrato temporal 200 que tiene una superficie 204 receptora de revestimiento;

104 - fundir con plasma el material seleccionado para formar el blanco de pulverizaciéon catédica, produciendo
gotitas de material fundido;

106 - depositar las gotitas sobre la superficie 204 receptora de revestimiento del substrato temporal 200,
produciendo una capa de revestimiento 206 del material sobre la superficie 204 receptora de revestimiento del
blanco temporal 200;

108 - unir el blanco temporal revestido a través de su capa de revestimiento 206 a un material de respaldo
permanente 208 del blanco; y

110 - retirar el substrato temporal 200, produciendo un blanco de pulverizacion catédica 210 que comprende la capa
de revestimiento del material 206 sobre el material de respaldo permanente 204 del blanco.

Se describira ahora cada uno de estos pasos en mayor detalle con referencia a las figuras 2 y 3.

En el paso 102 se habilita un substrato temporal 200 que tiene una superficie 204 receptora de revestimiento (véase
el primer paso en las figuras 2 y 3). Aun cuando en las figuras 2 y 3 se ilustra el substrato temporal 200 como siendo
un disco plano que tiene dos caras opuestas, una de las cuales es una cara 204 receptora de revestimiento, el
substrato temporal puede tener otra forma que proporcione una superficie receptora de revestimiento.

Una seleccion apropiada del material del substrato temporal y un control de su temperatura durante el paso de
deposicion 106 permiten minimizar los esfuerzos y grietas internos en el material 206 del blanco que se debe
depositar (pasos 104-106). Ejemplos de materiales de substratos que pueden utilizarse incluyen: metales
refractarios tales como molibdeno o tungsteno; ceramicas tales como silice, alimina, circonia, nitruro de silicio,
carburo de silicio o nitruro de boro; o materiales compuestos basados en grafito o en carbono.

El material del substrato temporal se selecciona para ofrecer resistencia a la alta temperatura implicada en el
proceso de deposicion y tener un coeficiente de expansion térmica similar al del material del blanco. Siempre que los
coeficientes de expansion térmica del material 206 del blanco y del substrato temporal 202 sean demasiado
diferentes, se ha encontrado que la aplicacion de marcas a los materiales del substrato permite minimizar el
desarrollo de esfuerzos internos en el depdsito. En La figura 4 de los dibujos adjuntos se ilustra un substrato
temporal 200' de esta clase, incluyendo marcas en espiral 202'. Las marcas pueden tener muchas formas, tales
como cortes o secciones en espiral o radiales que den al substrato 200" un nivel de flexibilidad suficiente para evitar
el desarrollo de esfuerzos internos en el revestimiento depositado 206.

En ciertas aplicaciones se reviste previamente el substrato temporal 100 con una delgada barrera de difusion o una
capa de control no adherente de un material inerte a fin de facilitar la retirada subsiguiente del material de blanco
206 del substrato temporal 200 y/o evitar la contaminacion del material de blanco depositado 206 debido a la
difusion entre el substrato temporal dentro del material de blanco depositado 206. El uso de técnicas de
pulverizacion catddica estandar o de técnicas de deposicion de vapor quimico (CVD) para la deposicion de tal capa
de control de adherencia/difusiéon (no mostrada) podria ser aplicado efectivamente para este propdsito. El control
apropiado del acabado superficial del substrato 200 podria permitir también la facil retirada del material de blanco
206 del substrato 200 sin sacrificar este substrato 200, que podria reutilizarse en estos casos para una deposicion
adicional de material de blanco.

El proceso 100 incluye luego la fusion en plasma del material seleccionado para formar el blanco de pulverizacion
catodica, la cual produce gotitas de material fundido (paso 104), y después la deposicion de esas gotitas sobre la
superficie 204 receptora de revestimiento del substrato temporal 200 (paso 106). El depdsito 206 se acumula hasta
un espesor de una capa de revestimiento del material 206 requerido por la aplicacién del blanco de pulverizaciéon
catodica, como se muestra en el segundo paso ilustrado en ambas figuras 2 y 3.

Una vez que se ha completado el paso de formacién de revestimiento 106, la placa de blanco resultante 206 con su
soporte temporal 200 es unida a un material de respaldo de blanco permanente 208 (108) a través de su capa de
revestimiento 206, como se ilustra en el tercer paso de las figura 2 y 3, utilizando soldadura blanda, epoxi u otros
medios o técnicas de pegado apropiados.

Se puede realizar un tratamiento térmico del depdsito de material de blanco 206 antes del paso de soldadura blanda
108 sobre el soporte de material de blanco permanente 208 con el fin de aliviar esfuerzos internos del material de
blanco depositado 206. Como alternativa, el depdsito de material de blanco 206 puede ser provisto de marcas de
alivio de esfuerzos similares a las descritas anteriormente con referencia al substrato temporal 200.

Se retira después el substrato temporal 200, por ejemplo por corrosién, mecanizado (paso 110) o uso de otro

4



10

15

20

25

30

35

40

45

50

ES 2371070 T3

método de retirada de material, proporcionando un blanco de pulverizacién catédica 210.
La superficie del blanco 210 puede ser después apropiadamente acabada, por ejemplo por rectificado y pulido.

En algunas aplicaciones la deposicion en plasma del material 206 se puede ejecutar directamente sobre el material
de respaldo de blanco permanente 208. Por supuesto, en esos casos no se realizan los pasos 108-110 del método
100. Una aplicaciéon del proceso 100 puede ser en este caso particular la reconstruccion de blancos usados y
agotados.

En casos en los que se realicen los pasos de depdsito 104-106 directamente sobre el soporte de blanco 208, se
proporciona durante estos pasos una proteccion térmica del soporte de blanco 208. Por ejemplo, el soporte de
blanco 208 puede hacerse de molibdeno o de un material refractario apropiado que permita la deposiciéon del
material de blanco 206 sobre el substrato caliente 208.

Se efectlian los pasos 104-106 utilizando un aparato de pulverizacién/deposicién en plasma.

En la figura 5 se muestra un primer ejemplo ilustrativo de tal aparato de plasma en forma de un chorro de plasma
300 en corriente continua (cc).

Utilizando el chorro de plasma 300, se ejecutan los pasos 106-108 del método 100 inyectando el material de blanco
en forma de polvo dentro de un chorro de plasma en cc en condiciones de deposicién atmosféricas o de vacio. Las
particulas de polvo individuales se funden en vuelo y son aceleradas hacia el substrato 200, sobre el cual impactan
formando un listén plano del material de blanco 206. El revestimiento 206 se acumula por efecto de la deposicion
sucesiva de esos listones hasta que se alcance el espesor de depdsito requerido. La calidad del depdsito, en
términos de pureza y densidad aparente, depende de la pureza del material de alimentacion y de las condiciones de
deposicion, tales como la distancia Zs de soplete de plasma a substrato, la temperatura del substrato, la
composicion del gas de plasma y la potencia del plasma. Condiciones de funcionamiento tipicas para un aparato 300
de esta clase operando en condiciones de deposicién en vacio son:

caudal de gas de plasma = 40 a 50 slpm;

composicion del gas de plasma - Ar/Hz con 10 a 20% en volumen de Hy;
potencia del plasma = 30-40 kW;

presion de la camara de deposicion = 6665 a 13330 Pa (50 a 100 torr);
distancia de deposicién de plasma-substrato = 10 a 20 cm;

tasa de alimentacion de polvo = 10 a 20 g/min; y

diametro medio de las particulas de polvo = 30 a 50 micrémetros.

La figura 6 muestra un segundo ejemplo ilustrativo de un aparato de plasma 310 en forma de un arco de
transferencia de plasma en cc. Dado que el aparato 310 de arco de plasma en cc es muy similar al aparato 300 de
chorro de plasma en cc de la figura 5, se describiran aqui con mas detalle solamente las diferencias entre los dos
aparatos.

Con el aparato 310 de arco transferido en cc se consigue la transferencia del arco de plasma entre el catodo del
soplete de plasma y el substrato 200, el cual actua en este caso como anodo. Esta técnica es mas propensa a la
contaminacion del material de blanco por el material de substrato 200, aunque se consiguen generalmente
densidades de material de blanco mas altas utilizando esta técnica.

La figura 7 ilustra un aparato 310 de pulverizacion de plasma por induccidon de radiofrecuencia (rf) que puede
utilizarse para realizar los pasos 106-108 del proceso 100. Con este aparato particular se genera el chorro de
plasma por efecto del acoplamiento electromagnético inductivo de la energia con el gas de plasma, lo que garantiza
un nivel considerablemente mas alto de pureza del ambiente de plasma en comparacion con la tecnologia de
plasma en cc. El material de blanco 206 en forma de polvo se funde en vuelo por calentamiento con el gas de
plasma y es acelerado hacia el substrato 200, en el cual se acumula el depdsito 206 por la formacion sucesiva de
listones de particulas individuales.

Segun una realizacién mas especifica de pulverizacion en plasma por induccion bajo vacio, el soplete de plasma
para induccién esta montado en la parte superior de una camara apropiada de deposicién en vacio con el chorro de
plasma dirigido verticalmente hacia abajo. El substrato 200 sobre el cual ha de depositarse el material de blanco 206
se coloca dentro de la camara de deposicidon en vacio, montado sobre un mecanismo de traslacion y rotaciéon (no
mostrado), que permite que se mantenga el substrato 200 con una orientacion casi en angulo recto con respecto a la
direccion del chorro de plasma. Segun esta realizacion especifica del aparato de pulverizacion en plasma por
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induccion bajo vacio, se ajusta el movimiento del substrato 200 de una manera que mantenga una distancia de
deposicion fija entre la tobera de salida del soplete de plasma y la superficie del substrato. Aunque el tamafio y la
forma de los listones individuales formados dependen del diametro particular, su temperatura y su velocidad antes
de impactar en el substrato, el espesor de deposicion depende de la velocidad relativa entre el substrato y el soplete
de plasma. La microestructura del depdsito formado depende a su vez de los parametros de las particulas antes de
su impacto en el substrato y de las condiciones del substrato. Se ha visto que la temperatura del substrato, su
velocidad lineal y el angulo de impacto de las particulas en el substrato influyen sobre las propiedades de los
depositos 206 obtenidos.

Condiciones de funcionamiento tipicas de un paso de deposiciéon en plasma por rf inductivamente acoplada
utilizando un soplete de plasma para induccién PL-50 Tekna son las siguientes:

caudales del gas de plasma;

gas de envoltura = 90 slpm (Ar) + 10 slpm (H2);

gas central = 30 slpm (Ar);

gas en polvo = 9 slpm (He);

potencia de la placa de plasma = 80 kW,

presion de la camara = 13330 Pa (100 torr);

tasa de alimentacion de polvo = 30-40 g/min;
material en polvo = silicio;

distribucién de tamafio de las particulas de polvo = 40-90 micrémetros;
distancia de soplete de plasma a substrato = 20 cm;
rotacion del substrato = 20 rpm; y

tiempo de deposicion total = 30 min.

La figura 8 ilustra un aparato 330 de pulverizacion en plasma por induccion de radiofrecuencia (rf) similar al aparato
320 de la figura 7 con la adiccion de una tobera Laval de contraccién/expansion, que permite un incremento
significativo de la velocidad de las particulas antes de su impacto en el substrato 200 y da lugar a la formacion de un
depdsito 206 con una estructura de grano significativamente mas fina en comparacion con la obtenida utilizando
condiciones de deposicidon en plasma subsonico (véase la figura 7). Se puede generar también un revestimiento
nanoestructurado utilizando el aparato de plasma 300 mediante el uso de polvo de alimentacién nanodimensionado.

Se han realizado experimentos para demostrar la posibilidad de utilizar el procedimiento y el aparato de la presente
invencion para la fabricacion de blancos de pulverizacion catédica de silicio mediante la deposicién en plasma por
induccion bajo vacio de polvo de silicio sobre un substrato de grafito. Estos experimentos han demostrado que
podrian obtenerse densidades de blanco en exceso de 99% de la densidad tedrica del silicio elemental con unos
perfiles de espesor de depdsito relativamente uniformes y con unas finas microestructuras de grano, tal como puede
verse en las figuras 9 a 11.

La figura 9 muestra el perfil radial del material de blanco de silicio depositado sobre un substrato de grafito de 20 cm
para dos ensayos de experimentacion diferentes.

Las figuras 10a y 10b son micrografias electronicas del material depositado resultantes, respectivamente, del ensayo
no. 1y del ensayo no. 2.

Finalmente, la figura 11 ilustra el perfil de densidad aparente del depdsito de silicio para el ensayo no. 1. Es de hacer
notar que la densidad tedrica del silicio es 2,33 g/cm3.
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REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento para la fabricacion de un blanco de pulverizacion catédica, que comprende:
i) habilitar un substrato temporal que tiene una superficie receptora de revestimiento;

ii) fundir en plasma al vuelo un material de blanco seleccionado para formar el blanco de pulverizacion catédica en
forma de polvo, produciendo gotitas de material de blanco fundido;

iii) depositar dichas gotitas sobre dicha superficie receptora de revestimiento de dicho substrato temporal,
produciendo un blanco de pulverizacion catédica compuesto de una capa de revestimiento de dicho material de
blanco sobre dicha superficie receptora de revestimiento de dicho substrato temporal;

iv) unir dicho substrato temporal, a través de dicha capa de revestimiento, con un material de respaldo de blanco
permanente; y

v) retirar dicho substrato temporal, produciendo un blanco de pulverizacion catédica compuesto de dicha capa de
revestimiento de dicho material de blanco sobre dicho material de respaldo de blanco permanente;

en donde dicho substrato temporal se ha hecho de un material de substrato seleccionado del grupo consistente en
un metal refractario, una ceramica y un material compuesto basado en carbono.

2. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que dicho substrato temporal es un blanco usado y agotado.

3. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que dicho substrato temporal incluye caracteristicas de alivio de
esfuerzos.

4. El procedimiento segun la reivindicacion 3, en el que dichas caracteristicas de esfuerzos tienen la forma de cortes
espirales o radiales.

5. El procedimiento segun la reivindicacion 1, que comprende ademas la realizacion de un tratamiento térmico de
dicha capa de revestimiento antes del paso iv).

6. El procedimiento segun la reivindicacion 1, que comprende, ademas, el equipamiento de dicha capa de
revestimiento con marcas de alivio de esfuerzos antes del paso iv).

7. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que dicho substrato temporal se reviste previamente con una
capa de control, con lo que, en funcionamiento, dicha capa de control permite al menos una accién de entre facilitar
la retirada de dicho substrato temporal en el paso v) y evitar la contaminacion de dicha capa de revestimiento
impidiendo la difusion entre dicho substrato temporal y dicha capa de revestimiento.

8. El procedimiento segun la reivindicacion 7, en el que dicha capa de control se deposita sobre dicho substrato
temporal por pulverizacién catddica o por utilizacion de una técnica de deposicién de vapor quimico.

9. El procedimiento segun la reivindicacion 7, en el que dicha capa de control esta hecha de un material inerte.

10. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que, en el paso iv), la union de dicho substrato temporal con un
material de respaldo de blanco permanente a través de dicha capa de revestimiento se efectia utilizando al menos
uno de entre soldadura blanda o epoxi.

11. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que, en el paso v), se retira mecanicamente dicho substrato
temporal.

12. El procedimiento segun la reivindicacion 11, en el que, en el paso v), se retira mecanicamente dicho substrato
temporal por mecanizacion y/o corrosion.

13. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que se ejecutan los pasos ii) y iii) utilizando un aparato de
plasma seleccionado del grupo que consta de un chorro de plasma en corriente continua (cc), un arco de
transferencia de plasma en cc y un aparato de pulverizacion en plasma por induccién de radiofrecuencia (rf).

14. El procedimiento segun la reivindicacion 13, en el que se hace funcionar dicho aparato de plasma en condiciones
de deposicion atmosféricas o de vacio.

15. El procedimiento segun la reivindicacion 13, en el que dicho aparato de plasma es un arco de transferencia de
plasma en cc en donde dicho substrato actia como anodo.

16. El procedimiento segun la reivindicacion 13, en el que dicho aparato de pulverizacién en plasma por induccién de
radiofrecuencia (rf) incluye una tobera Laval de contraccidn/expansion prevista para hacer que dicho aparato de

7
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pulverizacién en plasma por induccion de rf opere en condiciones de flujo supersoénicas o subsonicas.
17. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que dicho metal refractario es molibdeno o tungsteno.

18. El procedimiento segun la reivindicaciéon 1, en el que dicha ceramica se selecciona del grupo que consta de
silice, alimina, circonia, nitruro de silicio, carburo de silicio y nitruro de boro.

19. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que dicho material compuesto basado en carbono es grafito.

20. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que dicho substrato temporal es un disco generalmente plano.
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100

102

Habilitar un substrato temporal con una superficie
receptora de revestimiento

Y

104

Fusién en plasma del material seleccionado para formar
el blanco de pulverizacion catddica produciendo gotitas
de metal fundido

Y

106

Depositar las gotitas sobre la superficie receptora de

revestimiento del substrato temporal produciendo una
capa de revestimiento del material sobre |la superficie
receptora de revestimiento del blanco temporal

ki

108

Unir el blanco temporal revestido, a través de su capa
de revestimiento, con un material de respaldo de blanco
permanente

4

110

Retirar el substrato temporal produciendo un blanco de
pulverizacion catédica que comprende la capa de
revestimiento del material sobre el material de respaldo
de blanco permanente

B 7—— |
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